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CMOSデバイスの高性能化・高集積化を実現するためには正孔移動度を向上することが必須で

ある。圧縮歪みSiGe(110)デバイスは高正孔移動度を示すことから注目されている。この構造デバ

イスの課題として表面ラフネスを小さくすること、界面準位密度を低減することがあげられる。

我々は、固相成長法で形成したCap-Si/圧縮歪みSiGe/Si(110)ヘテロ構造を用いてp型MOSFETを作

製し、正孔移動度の評価を行った。また、Cap-Si層の膜厚が界面準位密度と正孔移動度に及ぼす

影響について検討を行った。 

結晶成長には固体ソース分子線エピタキシー(MBE)法を用い、表面ラフネスを小さくし、かつ

Geの表面偏析を抑制するために、基板温度150 ℃としてSi(110)基板上にCap-Si層の膜厚の異なる

非晶質のCap-Si/SiGeを作製し、その後MBE中でアニールすることで固相成長させた。 

Cap-Si層の膜厚が界面準位密度に与える影響を調査するためにSiO2/Cap-Si/SiGe/Si(110)キャパ

シタを作製し、コンダクタンス法により界面準位密度を算出した。Fig. 1に、界面準位密度のCap-Si

層の膜厚依存性を示す。Cap-Si層のないSiO2/SiGe/Si(110)キャパシタの界面準位密度に比べCap-Si

層上の界面準位密度は低く、Cap-Si層の膜厚を5 nm以上にすることで界面準位密度が低減する結

果が得られた。この要因としてCap-Si層へのGeの拡散が抑制され、ダングリングボンドが少なく

なったことが考えられる。あわせて本研究では、これらの試料を用いてp型MOSFETを作製し、ス

プリットC-V法により正孔移動度の算出を行うことで、移動度とCap-Si層の膜厚の関係を調査した。

Cap-Siの膜厚によるキャリア密度と実効移動度の関係をFig. 2に示す。Cap-SiはMOSFET作製プロ

セスでエッチングされるため成膜時のCap-Si層の膜厚が5 nmでは表面のGe濃度を下げることがで

きず、移動度が低い結果となった。20 nmではパラレルチャネルになっていることが予想される。

この結果より、Cap-Siの膜厚を10 nm-15 nmとすることでSiO2/Ge界面を減らし、SiGe層をチャネル

として動作するため移動度の向上が望める。 

 

 Fig.1 Dependence of interface trap 

density on Cap-Si thickness 

Fig.2 Dependence of hole mobility 

on Cap-Si thickness 
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